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１．概要（Summary） 
自社にて成膜した PZT 圧電薄膜の特性評価を目的と

して、東北大学コインランドリの設備を利用し、TEOS 成

膜前後のヒステリシスの形状変化を比較した。 
 
２．実験（Experimental） 
【利用した主な装置】 

住友精密 TEOS PECVD 装置 
 
【実験方法】 

PZT 膜上に上部電極をパターニングし TEOS 成膜前

後でヒステリシスの形状変化を比較した。 
TEOS-CVD の条件は TEOS 500 nm / 300 ºC で成膜し

た。 
 
３．結果と考察（Results and Discussion） 

TEOS成膜前後のPZT薄膜の電気特性評価を行った

結果を Fig. 1 に示す。ウエハ内 3 か所で TEOS 成膜前

後でのヒステリシス形状の比較を行い、差異がないことを

確認した。 
また、初期分極率についても、同様に差異がないことを

確認した。 

 
 

 
 

 
Fig. 1 Hysteresis loop of the PZT 
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